Оксид галлия, легированный ниобием, в качестве сенсорного материала.
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Полупроводниковые газовые сенсоры могут быть использованы для экологического контроля и обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. Перспективным является создание распределенных сетей газовых сенсоров, позволяющих реагировать на изменения состава атмосферы. 
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В настоящее время их применение ограничено рядом негативных явлений, связанных со стабильностью сенсорных материалов [1]. Одним из наиболее важных факторов нестабильности является деградация свойств сенсорного материала в процессе работы сенсора из-за агрегации нанокристаллитов, которая приводит к уменьшению удельной площади поверхности и непредсказуемому изменению электропроводности чувствительного элемента. В семействе металлоксидных полупроводников n-типа известна стабильность сенсорных свойств Ga2O3[2].
Оксид галлия характеризуется широкой запрещенной зоной 4.9 эВ, которая определяет его высокое сопротивление в диапазоне рабочих температур сенсоров 300–500 °С. Описано применение Ga2O3 в качестве высокотемпературного кислородного сенсора [2], газового сенсора при легировании его акцепторными добавками [3,4]. Подавляющее большинство работ связано с получением тонких пленок Ga2O3 методом магнетронного напыления и характеризацией их морфологии и сенсорных свойств.
Целью данной работы было увеличение проводимости  и сенсорного отклика сенсорных материалов на основе Ga2O3 путём легирования его донорной примесью катиона Nb(V).
Образцы получали методом распылительного пиролиза аэрозоля в пламени. После синтеза образцы отжигались в печи в токе сухого воздуха. Были получены серии образцов, содержащие 0, 1, 2, 4 % мол. Nb, каждая серия отжигалась при температурах 500, 700, 800, 900 °C. Были исследованы фазовый состав, удельная площадь поверхности, величина ширины запрещенной зоны образцов, измерены сенсорные свойства по отношению к ацетону, CH3OH и H2 в концентрации 20 млн-1.
Показано, что при увеличении степени легирования ширина запрещенной зоны падает, обратная зависимость наблюдается при увеличении температуры отжига. При всех температурах отжига наибольшей удельной площадью поверхности обладают образцы, содержащие 1% мол. Nb. Легирование позволяет увеличить электропроводность материалов на основе Ga2O3 и их сенсорный отклик по отношению к тестовым газам.
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�Рисунок � SEQ "Рисунок" \* ARABIC �1�: Зависимость сенсорного отклика от температуры и степени легирования для образцов, отожженных при 800 °C.








